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 はじめに  鉄系超伝導体の中で最も高い Tc を持つ SmFeAsO1-xFx は SmO 層と FeAs 層の

層状構造を持ち、 SmO 層の O サイトに F をドープすることで超伝導が生じることが知られ

ている。本研究室ではフッ素源として F を含む化合物の固体フッ素源 FeF2 や SmF3 を用いて

いたが、今回新たなフッ素源として FeF3 に着目した。この FeF3 は従来のフッ素源と異なり、

フッ素ガスのみ供給が可能である。 

 実験  真空チャンバー中(~ 10
-9

 Torr)で単体原料 Sm、Fe、As を抵抗加熱で蒸発させ、分子状

酸素ガスで O2 を供給した。さらに抵抗加熱で FeF3 を加熱することにより、 FeF3 → FeF2 + 

1/2 F2 の反応から F2 の供給を試みた。 Sm、Fe の蒸発レートの制御は電子衝撃発光分光(EIES)

にて行った。As、F2 のフラックス量は四重極質量計(Q-mass)で観測し、セル温度で制御した。 O2 

の制御には流量計を用いた。また、基板として CaF2 (001) を用いた。薄膜の評価には RHEED, X 

線回折, 直流 4 端子法による抵抗率測定を行った。 

 結果  下図は、新たなフッ素源 FeF3 と従来のフッ素源 FeF2 , SmF3を比較したものである。

左図のフッ素源 FeF3 を用いた SmFeAsO1-xFx 薄膜の X 線回折パターンは従来のフッ素源を用

いた場合と同程度のピーク強度が観測された。また X 線回折パターンから計算される c 軸長

(c0)は従来のフッ素源を用いた場合よりは長いが、母物質 SmFeAsO より短い。右図の抵抗率測

定の結果は、フッ素源 FeF3 を用いた場合にも超伝導転移が Tc
on 

~ 29 K 付近で観測された。し

かし、母物質 SmFeAsO 特有の磁気転移を伴った構造相転移の折れ曲がりが TN ~ 140 K 付近で

観測されており、フッ素ドープが不足していることを示している。今後、フッ素ドープ量の増加

を目指す。 

 

図 CaF2 (001) 基板上に作製した SmFeAsO1-xFx 薄膜の特性比較   

  (左) X 線回折パターン  (右) 抵抗率の温度依存性の測定  
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